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(57) Abstract: The invention relates to a reflector
assembly for generating areflection beam (10) that
is as homogeneous as possible from a first incident
beam (3) and a second incident beam (5) that is di-
rected approximately in aV shape toward the first
incident beam (3). The reflector assembly comprises
at least one first reflector strip (6) and at least one
second reflector strip (8). The first incident beam
(3) from at least one first reflector strip (6) and the
second incident beam (5) from at least one second
reflector strip (8) can be reflected in a common ra
diation direction.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine
Reflektoranordnung zur Erzeugung eines moglichst
homogenen Reflexionsstrahls (10) aus einem ersten
einfalenden Strahl (3) und einem, zum ersten ein-
fallenden Strahl (3) hin etwa V-formig gerichteten,
zweiten einfalenden Strahl (5). Die Ref ektoranord-
nung umfasst mindestens einen ersten Ref ektor-
streifen (6) und mindestens einen zweiten Ref ek-
torstreifen (8). Der erste einfalende Strahl (3) vom
mindestens einen ersten Reflektorstreifen (6) und
der zweite einfalende Strahl (5) vom mindestens
einen zweiten Reflektorstreifen (8) sind in eine ge-
meinsame Abstrahlrichtung reflektierbar.
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Reflektoranordnung zur Erzeugung eines homogenen Lichtstrahls

Die Erfindung betrifft eine Reflektoranordnung zur Erzeugung eines moglichst homogenen
Lichtstrahls, ein Leuchtsystem zum Erzeugen eines moglichst homogenen Lichtstrahls aus
den einfallenden Strahlen von mindestens zwei Strahlungsgquellen, und ein Verfahren zum

Erzeugen eines moglichst homogenen Lichtstrahls.

Es ist bekannt, dass lichtstarke Belichtungssysteme mit homogener Ausleuchtung,
beispielsweise fur Bildprojektoren, relativ grof3 und teuer sind und im Betrieb viel Wérme
produzieren, fur deren Abfuhrung komplexe und teure Kihlsysteme benétigt werden. Eine
Reduktion der Grofe und des Anschaffungspreises eines Belichtungssystems einschlief3lich
Kuhlsystem bel gleichzeitiger Erht‘jhung' der Leistungss und Qualitdtsparameter stellen
Forderungen an die Entwickler eines solchen Systems dar, die bislang nicht gleichzeitig

erfillbar waren.

Es ist Aufgabe der Erfindung eine effektive Vorrichtung und eine Verfahren zur Erzeugung
eines homogenen Strahls zum Beispiel in einem Belichtungssystem bereit zu stellen.

Vorstehende Aufgabe wird durch die Gegenstande der unabhangigen Anspriiche gelost. Die
abhangigen Anspriiche sind auf vorteilhafte Weiterbildungen gerichtet.

Ein Aspekt der Erfindung betrifft eine Reflektoranordnung zur Erzeugung eines moglichst
homogenen Reflexionsstrahls aus einem ersten einfallenden Strahl und einem, zum ersten
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einfalenden Strahl hin zum Beispiel etwa V-formig gerichteten, zweiten einfallenden Strahl.
Hierbel kann ein Strahl dann als homogen angesehen werden, wenn eine Strahlungsdichte
Uber eine Querschnittsflache des Strahls Uberall gleich grof3 ist. Typischerweise sind zwel
Strahlen vorgesehen, die Reflektoranordnung kann jedoch auch fur drei, vier oder mehrere

Strahlen verwendet werden.

Die Reflektoranordnung umfasst mindestens einen ersten Reflektorstreifen und mindestens
einen zweiten Reflektorstreifen. Eine Strahlung einer ersten StrahlungsgueUe oder der erste
einfalende Strahl kann vom ersten Reflektorstreifen in eine Abstrahkichtung reflektiert
werden, und eine Strahlung einer zweiten StrahlungsqueUe oder der zweite einfalende Stréhl
kann vom zweiten Reflektorstreifen in dieselbe Abstrahlrichtung reflektiert werden, also
parallel dazu sein. Dadurch kann die Strahlung von beiden oder von allen verfiigbaren
Strahlungsquellen durch die Reflektoranordnung in eine gemeinsame Abstrahlrichtung
abgestrahlt werden. Die Richtung des ersten einfallenden Strahls, die Richtung des zweiten
einfalenden Strahls und die Abstrahlrichtung kénnen in einer Ebene liegen, wobel zum
Beispiel die Abstrahirichtung die Winkelhalbierende der Richtung des ersten einfallenden
Strahls und der Richtung des zweiten einfallenden Strahls ist. Diese Ebene kann orthogonal
oder geneigt zu einer Langsrichtung eines Reflektorstreifens angeordnet sein, welche durch
eine Lange des Reflektorstreifens definiert ist oder parallel zu einer Geraden durch die
Schwerpunkte der Querschnittsflachen des Reflektorstreifens ist.

Abstrahlen der einfallenden Strahlen in eine gemeinsame Richtung kann zum Beispiel
bedeuten, dass die Richtcharakteristik der abgestrahlten Strahlung limenférmig und gerade
oder, dass die Richtcharakteristik keulenférmig bevorzugt mit einer Keulenbreite gleich Null
ist. Abstrahlen der einfalenden Strahlen in eine einheitliche Richtung kann auch bedeuten,
dass die Richtcharakteristik der abgestrahlten Strahlung keulenférmig mit einer Keulenbreite
grofder as Null ist. |

Gemald einer Ausfuhrungsform konnen die Reflexionsflachen des oder der ersten und des
oder der zweten Refiektorstreifen ebene Flachen sein. Die so ausgebildete
Reflektoranordnung kann von den Strahlungsquellen ausgesendete Strahlen, sofern diese
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Strahlung parallel und homogen ist, zu einem homogenen Reflexionsstrahl zusammenfassen

und in Abstrahlrichtung umlenken oder reflektieren.

Der erste und/oder der zweite Reflektorstreifen kdnnen auch gelmxmmte Reflexionsfléachen
aufweisen. So kann beispielsweise der erste Reflektorstreifen Uber seine Breite en
parabolisches Profil aufweisen, so dass die von der ersten Strahlungsquelle auf die
Reflexionsflache des ersten Reflektorstreifens auftreffende Strahlung, sofern sie als
Zylinderwelle ausgebildet ist, streifenweise in eine ebene Welle oder eine paralele Strahlung
gewandelt, zu einem homogenen Reflexionsstrahl zusammengefasst und in Abstrahlrichtimg
umgelenkt wird. Analog kann auch der zweite Reflektorstreifen Uber seine Breite ein

parabolisches Profil aufweisen.

Ein Reflektorstreifen kann langer as breit sein, das heildt die Lange eines Refiektorstreifens
kann grofer als seine Breite sein. Vorzugsweise kann ein Reflektorstreifen mindestens 2 mal,

oder mindestens 10 mal oder mindestens 100 mal langer als breit sein.

Ein erster Reflektorstreifen und ein zweiter benachbarter oder angrenzender Reflektorstreifen
kénnen so aneinander angeordnet sein, dass die Reflektoranordnung in einer zum Beispiel
guer zu den Reflektorstreifen oder orthogona zu der durch die Lange eines Reflektorstreifens
definierten Langsrichtung eines Reflektorstreifens angeordneten Schnittebene ein im
Wesentlichen V-férmiges oder sdgezahnformiges Profil aufweist. Das V-formige Profil kann
eine Reflektoranordnung mit einem ersten und einem zweiten Reflektorstreifen beschreiben.
Das sagezahnférmige Profil kann eine Reflektor anordnung mit einem oder mehreren ersten
und einem oder mehreren zweiten Reflektorstreifen beschreiben. Hierbei kann die
Schnittebene die Reflektoranordnung an beliebiger Stelle der durch die Lénge eines
Reflektorstreifens definierten Langsrichtung eines Reflektorstreifens angeordnet sein, so dass
die Reflektoranordnung an einer der einfallenden Strahlung zugewandten Seite langs den

Reflektorstreifen Furchen mit sdgezahnformigem Profil aufweist.

Das im Wesentlichen V-férmige oder sagezahnformige Profil kann so ausgebildet sein, dass
die Profilspitzen offen oder gerundet oder unregelméldig geformt sind oder, dass das Profil
exakt V-férmig oder sédgezahnformig ist.
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Gemal3 einer Ausfuhrungsform kann die Reflektoranordnung mindesten zwel erste
Reflektorstreifen und mindestens zwei zweite Refiektorstreifen aufweisen. Hierbei kénnen die
ersten Reflektorstreifen zueinander parallel sein, und die zweiten Reflektorstreifen kénnen
ebenfalls zueinander parallel sein. Sofern die Breite der Reflektorstreifen kleiner als die
Durchmesser der auf die Reflektoranordnung einfallenden Strahlen ist, kann

vorteilhafterweise die reflektierte Strahlung einen einheitlichen Querschnitt aufweisen.

Die Reflektorstreifen kénnen etwa gleiche Langen und/oder Breiten haben, sie kdnnen
gegebenenfalls auch unterschiedliche Langen - und/oder Breiten haben. Die
Reflektoranordnung kann aus diskreten, nebeneinander angeordneten, Refiektorstreifen, oder
aus einem massiven Material mit beispielsweise eingeritzten oder ausgefrésten Furchen
ausgebildet sein. Die Reflektoranordnung kann auch as Blech oder Folie mit
sdgezahnformigem Profil ausgebildet sein.

Gemal3 einer weiteren Ausfuhrungsform konnen ein erster Refiektorstreifen und ein zweiter
benachbarter Refiektorstreifen entlang einer Kante aneinander angrenzend angeordnet sein.
Hierbei konnen die Refiektorstreifen der Breite nach, das heif3t seitlich, nebeneinander
angeordnet sein. Dabei kénnen ein erster Teil der Kanten, beispielsweise alle oberen Kanten,
etwa in einer Oberkantenflache, und ein zweiter Teil der Kanten, beispielsweise alle unteren
Kanten, etwa in einer, der Oberkantenflache gegenlberliegenden, Unterkantenfléche
angeordnet sein. Die Kanten kénnen exakt oder annéghernd in der Oberkantenflébhe oder der
Unterkantenflache angeordnet sein. Die Oberkantenflache kann im Raum waagerecht,
senkrecht oder geneigt angeordnet sein, wobei die Unterkantenflache zur Oberkantenflache

beispielsweise parallel oder gegebenenfalls nicht parallel sein kann.

Gemal3 einer Ausfuhrangsform konnen die Oberkantenfiache und die Unterkantenfléche
ebene Féachen, gegebenenfals anndhernd ebene Flachen, sein. Hierbei kdnnen die
Oberkantenfidche und die Unterkantenflache parallele Flachen, gegebenenfalls anndhernd
parallele Flachen, sein. Die Oberkantenfiache und die Unterkantenflache konnen auch
gekrimmite Fléchen, insbesondere Telle von Rotationskorpern, wie zum Beispiel Paraboloide,

sain.
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Gemal3 einer Ausfihrangsform kann die Reflektoranordnung eine durchgehend reflektierende
Flache oder Oberflache als Reflexionsflache aufweisen. Gegeniiber einer Reflektoranordnung,
in welcher die Reflektorstreifen als diskrete, separate Elemente ausgebildet sind, hat eine
durchgehende Reflexionsflache den Vorteil, dass die Strahlung durchgehend reflektiert wird,

wodurch diereflektierte Strahlung eine hthere Homogenitét aufweist.

Die Reflexionsflache kann auch so ausgebildet sein, dass sie nicht durchgehend ist, indem sie
zumindest teilweise oder bereichsweise aus Reflektorstreifen zusammengesetzt ist, welche als

diskrete oder separate Elemente ausgebildet sind.

Vorteilhafterweise konnen die Reflexionsflachen der Reflektorstreifen als Spiegel ausgebildet
sein. Ein Spiegel kann beispielsweise als eine auf der RUckseite mit einem Metall,
beispielsweise Aluminium oder Silber oder Gold, beschichtete Glasplatte, oder as eine
Lambda-Schicht auf einem dielektrischen Substrat, ausgebildet sein. Dabei kann ein gangiger
Spiegel, hergestellt nach einem der gangigen Herstellverfahren fir Spiegel, verwendet

werden.

Gemal3 einer weiteren Ausfihrungsform kann die Reflexionsfléche eines oder jedes der ersten
Reflektorstreifen und die Reflexionsfléche eines oder jedes der zweiten Reflektorstreifen in
einem Winkel von 120 Grad zueinander angeordnet sein. Ein erster Reflektorstreifen und ein
zweiter Reflektorstreifen konnen zum Beispiel, sofern sie als ebene Reflexionsflachen
ausgebildet sind, zu einer Projektion der Abstrahlrichtung der Reflektoranordnung auf einer
guer zu der durch die Lénge eines Reflektorstreifens definierten Langsrichtung eines

Reflektorstreifens angeordneten Schnittebene einen Winkel von 60 Grad aufwei sen.

Ferner kann die Reflexionsflache jedes der Reflektorstreifen in einem Winkel von 30 Grad
zur Oberkantenflache und/oder Unterkantenflache angeordnet sein. Falls Oberkantenflache
und/oder Unterkantenfléache als gekrimmte Flachen ausgebildet sind, kann der Winkel eines
Reflektorstreifens zu einer dieser Flachen mit Bezug auf eine Tangentialebene angesehen
werden, welche eine dieser Flachen an einem oder mehreren Punkten einer Oberkante oder

Unterkante berthren.
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Die ersten Reflektorstreifen konnen gegeniber einer Projektion der Abstrahlrichtung der
Reflektoranordnung auf eine quer zu der durch die Lange eines Reflektorsireifens definierten
Langsrichtung eines Reflektorstreifens angeordneten Schnittebene einen Neigungswinkel von
60 Grad aufweisen. Analog konnen die zweiten Reflektorstreifen gegeniiber der Projektion
der Abstrahlrichtung einen Neigungswinkel von 60 Grad aufweist

Gemal3 einer Ausfohrungsform kann die Reflektoranordnung eine erste Halterang fir eine
zum Erzeugen des ersten einfallenden Strahls ausgebildete erste Strahlungsquelle und eine
zweite Halterung fUr eine zum Erzeugen des zweiten einfallenden Strahls ausgebildete zweite

Strahlungsquelle umfassen.

Die erste Hadterung kann so angeordnet sein, dass bei einer Aufnahme der ersten
Strahlungsquelle durch die erste Halterung und Inbetriebnahme der ersten Strahlungsquelle,
der von der ersten Strahlungsquelle erzeugbare erste einfallende Strahl eine zur
Reflexionsflache des mindestens einen zweiten Reflektorstreifen paralele oder tangentiale
Richtung hat, vorzugsweise eine zu einer durch die Lange eines Reflektorstreifens definierten
Langsrichtung eines Reflektorstreifens orthogonale Richtung. Dadurch kdnnen eine
Abschattung und/oder eine Reflexion der Strahlung der ersten Strahlungsquelle durch den
zweiten Reflektorstreifen jewells klein oder kleinst moéglich, beispielsweise kleiner as 10

Prozent oder 3 Prozent oder 1 Prozent oder 10t Prozent oder 102 oder O Prozent sein.

Gleiches gilt fur die zweite Halterang, bei einer Aufnahme der zweiten Strahlungsqueile

durch die zweite Halterung und Inbetriebnahme der zweiten Strahlungsqueile.

Jeder Reflektorstreifen hat eine durch die Lange eines Reflektorstreifens definierte
Langsrichtung, wobei die Langsrichtungen der Reflektorstreifen, das heildt der ersten und der
zweiten Reflektorstreifen, zueinander parallel sind. Auch die Refiektoranordnung hat eine
Langsrichtung, weiche zu den Léngsrichtungen der Reflektorstreifen parallel ist.
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Eine tangentiale Richtung eines Strahls kann dann gegeben sein, wenn der Strahl zu ener
Tangente des Reflektorstreifens paralel ist, wobei der Strahl auf der konkaven und/oder auf

der konvexen Seite des Reflektorstreifens auftreffen kann.

Unter ener kleinen Abschattung und/oder Reflexion der Strahlung der ersten
Strahlungsquelle durch den zweiten Reflektorstreifen kann auch verstanden werden, dass
keine Abschattung und/oder Reflexion der Strahlung der ersten Strahlungsguelle durch den
zweiten Reflektorstreifen stattfindet. Die Strahlung der ersten Strahlungsquelle kann somit
nur oder weitgehend nur durch den ersten Reflektorstreifen reflektiert werden. Gleiches gilt
fur eine Abschattung und/oder Reflexion der Strahlung der zweiten Strahlungsquelle durch
den ersten Reflektorstreifen.

Durch die beschriebene Anordnung der ersten und zweiten Reflektorstreifen ist eine
Homogenitdt der von der Reflektoranordnung reflektierten Strahlung gewahrleistet, sofern die
von der ersten und von der zweiten Strahlungsquelle ausgesendete Strahlung homogen ist.
Der erste und der zweite einfalende Strahl werden mittels der streifenweisen Reflexion durch
die Reflektoranordnung in dem ausgesendeten Strahl gemischt, wobei Strahlungsstreifen von
der ersten und von der zweiten Strahlungsgquelle Uber dem Querschnitt des reflektierten
Strahls abwechselnd nebeneinander angeordnet sind. Falls die Reflexionsstellen der von den
zwei  Strahlungsquellen  eintreffenden  Strahlen weiter als ein durch die Geometrie
vorgegebener, kleinst moglicher Abstand, voneinander beabstandet sind, kann die durch die
Reflektoranordnung reflektierte Strahlung einen uneinheitlichen Querschnitt aufweisen.
Sofern exakt zwei Reflektorstreifen verwendet werden, kann ein enheitlicher
Reflexionsstrahl dadurch erreicht werden, dass die Reflexionsstellen der von den zwel

Strahlungsguellen eintreffenden Strahlen moglichst wenig beabstandet sind.

Vortellhafterweise kann die erste Halterang so angeordnet sein, dass bei einer Aufnahme der
ersten Strahlungsquelle durch die erste Halterung und Inbetriebnahme der ersten
Strahlungsquelle, der von der ersten Strahlungsquelle erzeugbare erste einfallende Strahl
einen Winkel von 30 Grad zur Oberkantenflache und/oder Unterkantenfléche aufweist.
Gleiches gilt fur die die Anordnung der zweiten Halterung, wobel der zweite einfalende

Strahl einen Winkel von 3¢ Grad zur Oberkantenflache und/oder Unterkantenfldche aufweist.
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Die erste Halterung kann auch so angeordnet ist, dass der von der ersten Strahlungsquelle
erzeugte erste einfallende Strahl eine Projektion auf eine quer zu der durch die Lange eines
Reflektorstreifens  definierten  Langsrichtung eines  Refiektorstreifens  angeordneten
Schnittebene hat, die gegeniber einer Projektion der Abstrahlrichtung  der
Reflektoranordnung auf die Schnittebene einen Neigungswinkel von 60 Grad aufwelst.
Gleiches gilt fur die die Anordnung der zweiten Halterung, wobel die Projektion des zweiten
einfallenden Strahls auf die Schnittebene einen Winkel von 60 Grad zur Projektion der
Abstrahlrichtung der Reflektoranordnung auf die Schnittebene aufweist.

Gemal3 einer weiteren Ausfohrungsform kann die Breite des zweiten Refiektorstreifens
grofder, vorzugsweise wesentlich grofRer, as eine Wellenldnge der Strahlung sein,
beispielsweise mindestens das 2~fache oder das 1.000-fache oder das 1.000.000-fache der
Wellenlange. Die Breite des ersten Refiektorstreifens kann grofier, vorzugsweise wesentlich
grofder, als die Wellenlange der Strahlung sein, beispielsweise mindestens das 2-fache oder
das 1.000-fache oder das 1.000,000-fache der Wellenléange. Dadurch kdnnen Beugungseffekte
oder Interferenzen der einfallenden Strahlung an den Reflektorstreifen moglichst vermieden

werden.

Eine Breite des oder der ersten Reflektorstreifen kann kleiner, vorzugsweise wesentlich
kleiner, als ein erster Durchmesser der von der ersten Strahlungsquelie ausgesendeten
Strahlung sein, beispielsweise kleiner als das 0,5-fache oder 10" -fache oder 10”-fache des
ersten Durchmessers. Ferner kann eine Breite des oder der zweiten Reflektor streifen kleiner,
vorzugsweise wesentlich kleiner, as ein zweiter Durchmesser der von der zweiten
Strahlungsquelle ausgesendeten Strahlung sein, beispielsweise kleiner as das 0,5-fache oder
|O"-fache oder 10°-fache des zweiten Durchmessers. Hierbei gilt: Je kleiner das Verhaltnis
der Breite eines Refiektorstreifens zum Durchmesser eines einfallenden Strahls, desto
homogener der reflektierte Strahl, da die aus dem ersten und zweiten einfallenden Strahl
mittels Mischen oder Reflektieren an der Reflektoranordnung  hervorgegangen

Strahlungsstreifen um so enger sind.
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Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft en Leuchtsystem mit ener wie oben
beschriebenen Reflektoranordnung und einer an der ersten Halterung befestigten ersten
Strahlungsquelle, welche den ersten einfallenden Strahl aussenden kann und einer an der
zweiten Halterung befestigten zweiten Strahlungsquelle, welche den zum ersten einfallenden
Strahl hin etwa V-férmig, bevorzugt in einem Winkel von 120 Grad zum ersten einfallenden
Strahl gerichteten, zweiten einfalenden Strahl aussenden kann. An der ersten und/oder
zweiten Halterung konnen auch mehrere Strahlungsguellen befestigt sein, deren Strahlen zu
einem einliatlichen ersten und/oder zweiten einfallenden Strahl zusammengefasst oder
Uberlagert werden konnen. Die Strahlung der ersten Strahlungsquelle kann auf den oder die
ersten Reflektorstreifen der Reflektoranordnung einfallen und die Strahlung der zweiten
Strahlungsquelle kann auf den oder die zweiten Reflektorstreifen der Reflektoranordnung

einfallen.

Vorteilhafterwei se kbnnen mittels des Leuchtsystems zwei homogene einfallende Strahlen zu
einem einzigen homogenen reflektierten Strahl zusammengefasst werden. In wirtschaftlicher
Hinsicht ist das sehr vortellhaft, weill der Preis fur zwei Strahlungsquelien mit ener
bestimmten Strahlungsstérke kleiner ist, als der Preis fur eine Strahlungsquelle mit doppelter
Strahlungsstérke.

Bel Verwendung von zwei Strahlungsquellen, welche beispielsweise kegelférmige oder
vorzugsweise etwa paralele Strahlen mit zum Beispiel rundem Querschnitt ausstrahlen, hat
der Querschnitt des reflektierten Strahls eine ovale, vorzugsweise elliptische Gestalt. Die

L &nge des ovalen Querschnitts des reflektierten Strahls ist grosser als seine Breite.

Gemal3 einer Ausfthrungsform kann die von der ersten und von der zweiten Strahlungsquelle
ausgesendete Strahlung Licht, insbesondere sichtbares Licht, sein. Die Reflektoranordnung ist
damit in ener Viezahl optischer Gerde und Vorrichtungen, insbesondere in
Belichtungssystemen, einsetzbar, beispielsweise in einem Projektor oder Beamer, einem

Mikroskop, einem Scheinwerfer, oder einer Lampe.

Die von den Strahlungsguelien ausgesendete Strahlung kann auch in einem Spektralbereich
aul3erhalb des sichtbaren Lichts sein, beispielsweise im UV oder 1R Bereich.



10

15

20

25

30

WO 2012/004374 PCT/EP2011/061588
10

Die von der ersten und von der zweiten Strahlungsquelle ausgesendete Strahlung kann etwa
parallele Strahlung sein, wobel die Strahlen etwa zylinderformig sind. Der Durchmesser des
von der ersten Strahlungsguelle ausgesendeten ersten einfallenden Strahls und der
Durchmesser des von der zweiten Strahlungsguelle ausgesendeten zweiten einfallenden

Strahls kénnen etwa gleich, vorzugsweise exakt gleich, sein.

Die erste und die zweite Strahlungsquelle konnen, zum Erzeugen einer reflektierten
Strahlung, eine homogene Strahlung erzeugen. Die Homogenitdt der reflektierten Strahlung
oder die GleichmaRigkeit der Strahlungsdichte tber einen Querschnitt des reflektierten Strahls
kann mittels Angleichen der Durchmesser der einfallen Strahlen verbessert werden, wobei der
Fall, dass der erste Durchmesser der von der ersten Strahlungsquelle ausgesendeten Strahlung
mit dem zweiten Durchmesser der von der zweiten Strahlungsguelle ausgesendeten Strahlung
gleich ist, am vortellhaftesten fir die Homogenitdt der von der Reflektoranordnung

reflektierten Strahlung ist. Dadurch kann insbesondere ein Intensitétsabfall am Rand des

reflektierten Strahls vermieden werden.

Die Lichtquellen konnen punktférmig sein. Die Lichtquellen konnen diffuse Lichtquellen
oder thermische Strahler oder nicht thermische Strahler, wie beispielsweise Leuchtdioden
oder LEDs, sein. Die Lichtquellen kénnen eine homogene Strahlung erzeugen, was fir die
Readlisierung einer hohen Homogenitét des reflektierten Strahls wichtig ist. Vorzugsweise
kann die enfalende Strahlung eine Kugel- oder eine Zylinderwelle sein. Bei ener
Zylinderwelle kann deren linienférmige, reale oder fiktive, Quelle paralel zu der durch die

Lange eines Reflektorstreifens definierten Langsrichtung der Reflektoranordnung sein.

Die Breiten der ersten Reflektorstreifen konnen kleiner als ein Durchmesser des ersten
einfallenden Strahls sein, beispielsweise kleiner als das 0,5-fache oder 0,1-fache oder 0,01-
fache des Durchmessers des ersten einfallenden Strahls sein. Ebenso kdnnen die Breiten der
zweiten Refiektorstreifen kleiner as ein Durchmesser des zweiten einfallenden Strahls sein,
beispielsweise kleiner as das 0,5-fache oder 0,1-fache oder 0,01 -fache des Durchmessers des

zweiten einfallenden Strahls.
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Die Strahlung der ersten Strahlungsguelle kann eine von einer Wellenlénge der Strahlung der
zweiten Strahlungsqueile verschiedene Wellenlange haben. Dadurch konnen in dem
reflektierten Strahl unterschiedliche Wellenldngen gemischt oder Ubertragen werden, wobei
die erste und die zweiten Wellenlange Uber den Strahlquerschnitt streifenweise abwechselnd

aufeinanderfolgen. Auf diese Weise ist ein Raummultiplex- Verfahren realisierbar.

Die Strahlung der ersten Strahlungsguelle kann auch eine mit der Wellenlange der Strahlung

der zweiten Strahlungsguelle Ubereinstimmende oder annéhernd gleiche Wellenlénge haben.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine Kaskade mit mindestens  zwei
Leuchtsystemen. Eine erste Strahlungsqueile kann als ein erstes Leuchtsystem und eine
zweite Strahlungsgquelle als ein zweites Leuchtsystem ausgebildet sein. Das erste und das
zweite Leuchtsystem kodnnen als Strahlungsgquellen eines dritten Leuchtsystems ausgebildet
sein. Hierbei konnen eine Langsrichtung der Reflektoranordnung des ersten Leuchtsystems
und eine Langsrichtung der Reflektoranordnung des zweiten Leuchtsystems zueinander
parallel und zu ener Langsrichtung der Reflektoranordnung des dritten Leuchtsystems
orthogona sein, wobei die Langsrichtung einer Reflektoranordnung durch die Lange eines

Reflektorstreifens der Reflektoranordnung definiert ist.

Eine solche Anordnung oder zwei-stufige Kaskade von Leuchtsystemen dient ener
homogegen Uberlagerung der Strahlen von vier Strahlungsquellen, jeweils zwel
Strahlungsquellen im ersten und im zweiten Leuchtsystem, zu einem homogenen Strahl mit

etwa vierfacher Strahlungsstérke.

Der Vortell einer mehrstufigen Kaskadierung von Leuchtsystemen, in welcher beispielsweise
N homogene Strahlen von N Strahlungsquellen zu einem einzigen homogenen Strahl mit N-
facher Strahlungsstarke zusammengefasst werden liegt darin, dass N Leuchtquellen mit einer
bestimmten Strahlungsstérke wesentlich preiswerter as eine Leuchtquelle mit N-facher

Strahlungsstérke sind.

Vortellhafterweise konnen die Langsrichtung der Reflektoranordnung des ersten

Leuchtsystems und die Langsrichtung der Reflektoranordnung des zweiten Leuchtsystems
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zueinander parallel und zu der Langsrichtung der Reflektoranordnung des dritten
Leuchtsystems orthogonal sein. Durch diesen Aufbau wird bewirkt, dass die ovalen Strahlen
des ersten und zweiten Leuchtsystems ndherungsweise oder exakt zu einem Kreis
zusammengesetzt werden, wobei der Durchmesser des Reflexionsstrahls des dritten
Leuchtsystems grosser as der Durchmesser enes der einfalenden Strahlen der

Strahlungsquellen im ersten oder zweiten Leuchtsystem ist.

Der Reflexionsstrahl ist in ein Linsensystem einkoppelbar, welche den Durchmesser des
Reflexionsstrahls, unter Verwendung bekannter optischer Technik, nach Bedarf vergréfert
oder verkleinert, unter Beibehaltung der Homogenitétseigenschaften und/oder Verbesserung

der Parallelitétseigenschaften des in das Linsensystem eingekoppelten Reflexionsstrahls.

Das dritte Leuchtsystem, welches die dargestellten Optibnen zur Anordnung des ersten und
zweiten Leuchtsystems innerhalb des dritten Leuchtsystems zur homogegen Uberlagerung der
Strahlen von vier Strahlungsquellen zu einem einzigen homogenen Strahl umsetzt, kann auch
ohne Strahlungsquellen hergestellt und geliefert werden. In einer solchen zweistufigen
Reflektoranordnung kdnnen Halterungen mit Stromanschltissen fur die vier Strahlungsquellen
vorgesehen sein, wobei die Halterungen eine Positionierung und Orientierung der
Strahlungsquellen ermdglichen, so dass die Voraussetzungen zum Mischen der einfallenden
Strahlen zu einem homogenen Reflexionsstrahl erflllt sind, beispielsweise dass der erste
einfallende Strahl eine zur Reflexionsflache der zweiten Reflektorstreifen parallele oder
tangentiale Richtung und der zweite einfalende Strahl eine zur Reflexionsfléche der ersten
Reflektorstreifen paralele oder tangentiale Richtung hat. Die Halterungen und die
Stromanschlisse konnen so gestaltet sein, dass eine Vielzanl von Typen von
Strahlungsquellen verwendbar ist. Nach diesem Prinzip ist auch eine N-stufige Kaskade fir
2*N Strahlungsquellen hersteilbar.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen eines moglichst
homogenen Reflexionssirahls aus einem ersten und einem zweiten einfallenden Strahl mittels
einer Reflektoranordnung mit mindestens einem ersten und mindestens einem zweiten
Reflektorstreifen. Das Verfahren umfasst die Schritte: Erzeugen des ersten einfalenden

Strahls mittels einer ersten Strahlungsquelle, Erzeugen des, zum ersten einfallenden Strahl,
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beispielsweise V-formig gerichteten, zweiten einfalenden Strahls mittels einer zweiten
Strahlungsquelle, und Mischen oder Uberlagern des ersten und des zweiten Reflexionsstrahls
zu einem Uberiagerungsstrahl.

Der erste enfallende Strahl kann, zum Erzeugen des ersten Reflexionsstrahls mitteis
Reflexion durch den mindestens einen ersten Reflektorstreifen, zu dem mindestens einen
zweiten Reflektorstreifen parallel oder tangential gerichtet sein. Dadurch kann von der
Strahlung der ersten Strahlungsquelle weniger as 10 Prozent oder 1 Prozent oder 107t Prozent
oder 0 Prozent durch den zweiten Reflektorstreifen reflektiert und/oder abgeschattet werden.

Der zweite einfallende Strahl kann, zum Erzeugen eines zweiten Refiexionsstrahls mitteis
Reflexion durch den mindestens einen zweiten Reflektorstreifen, zu dem mindestens einen
ersten Reflektorstreifen parallel oder tangential gerichtet sein. Dadurch kann von der
Strahlung der zweiten Strahlungsguelle weniger als 10 Prozent oder 3 Prozent oder 1 Prozent
oder 10" Prozent oder O Prozent durch den ersten Reflektorstreifen reflektiert und/oder
abgeschattet werden.

Gemal3 einer Ausfuhrungsform kdnnen folgende Schritte ausgefihrt werden: Gelichzeitiges
und separates Erzeugen von zwel, zueinander beispielsweise V-formig sowie auf eine neue
Reflektoranordnung gerichteten, Uberlagerungsstrahlen zum Erzeugen von zwei neuen
Refiexionsstrahlen, Mischen oder Uberlagern der zwei neuen Reflexionsstrahlen zu einem
neuen Uberlagerungsstrahl und Wiederholen der vorherigen zwei Schritte. Die Wiederholung
der Schritte entspricht einer Kaskadierung und kann so oft ausgefihrt werden, bis
beispielsweise eine gewiinschte Leuchtstarke oder Leuchtdichte des Uberlagerungsstrahls

erreicht ist.

Die vorliegende Erfindung wird anhand von Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert werden.

Dabei zeigt

Fig. 1  en Ausfuhrungsbeispiel einer Reflektoranordnung mit einer ersten und einer
zweiten Strahlungsquelle in einer Seitenansicht,

Fig. 2  einen Querschnitt eines von einer Reflektoranordnung reflektierten Strahls, und
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Fig. 3  einen Querschnitt eines von einer dritten Reflektoranordnung reflektierten Strahls,
wobel die einfalenden Strahlen von einem ersten und einem zweiten Leuchtsystem
stammen,

Fig. 4a en zweites Ausfihrungsbeispiel einer Reflektoranordnung,

Fig. 4b ein drittes AusfUhrungsbeispiel einer Reflektoranordnung,

Fig. 4c  einviertes Ausfuhrungsbeispiel einer Reflektoranordnung.

Die Figur 1 zeigt eine Reflektoranordnung fur eine erste Strahlungsquelle 2 und eine zweite
Strahlungsquelle 4. Die Reﬂektoranordnung umfasst eine Vielzahl erster Reflektorstreifen 6
und eine Vielzahl zweiter Reflektorstreifen 8. Die ersten Reflektorstreifen 6 und die zweiten
Reflektorstreifen 8 haben ebene Reflexionsflachen und sind jeweils zueinander parallel. Die

Reflexionsflache ist eine durchgehende Fléche.

Der erste einfalende Strahl 3 wird von den ersten Reflektorstreifen 6 und der zweite
einfallende Strahl 5 wird von den zweiten Reflektorstreifen 8 in eine gemeinsame
Abstrahlrichtung 10 reflektiert.

Die von einer der Strahlungsquellen 2, 4 ausgesendeten Strahlen sind zueinander parallel und
bilden jeweils einen homogenen Strahl. Der von der Reflektoranordnung in Abstrahlrichtung
10 abgestrahlte Strahl hat einen ovalen Querschnitt gemald Figur 2 und ist homogen. Die
Strahlungsquellen 2, 4 sind an der Reflektoranordnung symmetrisch angeordnet. Die
Richtcharakteristik der in Abstrahlrichtung 10 abgestrahlten Strahlung ist linienférmig und
gerade.

Die erste Halterung 7 ist so angeordnet, dass bei Inbetriebnahme der ersten Strahlungsquelle
2, der von der ersten Strahlungsquelle 2 erzeugte erste einfallende Strahl 3 eine zu den
Reflexionsflachen der zweiten Reflektorstreifen 8 pardlele Richtung hat. Der erste
einfallende Strahl 3 weist ferner eine zu einer durch die Lange eines Reflektorstreifens 6, 8

definierten Langsrichtung der Reflektoranordnung orthogonale Richtung auf.

Die zweite Halterung 9 ist so angeordnet ist, dass bei Inbetricbnahme der zweiten
Strahlungsquelle 4, der von der zweiten Strahlungsguelle 4 erzeugte zweite einfallende Strahl
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5 eine zu den Reflexionsflachen der ersten Reflektorstreifen 6 parallele Richtung hat. Der
zweite einfallende Strahl weist ferner eine zu der durch die Lénge eines Reflektorstreifens

definierten Langsrichtung der Reflektoranordnung orthogonale Richtung auf.

Der erste Reflektorstreifen 6 steht zu dem zweiten Reflektorstreifen 8 in einen Winkel von
120 Grad. Gegeniber der Abstrahlrichtung 10 weist jeder der ersten oder der zweiten
Reflektorstreifen 6, 8 einen Abstrahlwinkel von 30 Grad. Der Neigungswinkel jedes der
Refiektorstreifen 6, 8 zu einer nicht eingezeichneten Oberkantenfléache, in welcher sich die
oberen Kanten der Refiektorstreifen 6, 8 befinden, oder zu einer nicht eingezeichneten
Unterkantenflache, in welcher sich die unteren Kanten der Reflektorstreifen 6, 8 befinden,
betragt 30 Grad. Die Neigungswinkel der von der ersten und von der zweiten
Strahlungsquelle 2, 4 ausgehenden Strahlen 3, 5 gegeniber der Oberkantenflache oder
Unterkantenflache betragen ebenfalls 30 Grad. In der vorliegenden Ausfihrungsform sind die

Oberkantenfldche und die Unterkantenfl&che ebene, parallele Flachen.

Die Figur 2 zeigt den Querschnitt des von der Reflektoranordnung reflektierten Strahls 12 und
den Querschnitt eines auf die Reflektoranordnung von einer der beiden Strahlungsquellen 2, 4
einfallenden zylinderférmigen Strahls 14. Der ovale Querschnitt des reflektierten Strahls 12
hat eine Breite in Hohe des Durchmessers eines der einfallenden Strahlen und eine etwa um
den Faktor |/sin(30°) groRere Lange. Die von den ersten Refiektorstreifen 6 reflektierte
Strahlung im Reflexionsstrahl S6 und die von den zweiten Refiektorstreifen 8 reflektierte
Strahlung im Reflexionsstrahl S8 fligen sich nahtlos aneinander und bilden den homogenen
Reflexionsstrahl.

Die Figur 3 zeigt einen Querschnitt durch einen Reflexionsstrahl einer Kaskade, wobei die
Strahlungsquellen der Kaskade als ein erstes und ein zweites Leuchtsystem ausgebildet sind.
Die durch die Lange eines Reflektorstreifens des ersten Leuchtsystems definierten
Langsrichtung der Reflektoranordnung des ersten Leuchtsystems und die Léngsrichtung der
Reflektoranordnung des zweiten Leuchtsystems sind zueinander paralel und zu der
Langsrichtung der Reflektoranordnung der Kaskade orthogonal. Durch diesen Aufbau wird
bewirkt, dass die ovalen Strahlen des ersten und zweiten Leuchtsystems ndherungsweise oder

exakt zu einem Kreis zusammengesetzt werden, wobei der Durchmesser des Reflexionsstrahls
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16 der Kaskade um den Faktor 1/sin(30°) grosser als der Durchmesser eines der einfallenden
Strahlen der Strahlungsquellen im ersten oder zweiten Leuchtsystem ist.

Die Figur 4a zeigt ein zweites Ausfuhrungsbeispiel einer Reflektoranordnuiig, welche sich
von dem in der Figur 1 gezeigten ersten Ausfuhrungsbeispiel dadurch unterscheidet, dass die
ersten Reflektorstreifen 6 untereinander unterschiedliche Breiten und die zweiten
Reflektorstreifen 8 untereinander unterschiedliche Breiten aufweisen. Die ersten
Reflektorstreifen 6 sind in zwel Gruppen aufgeteilt mit Reflektorstreifen welche jeweils eine
kleine und eine groflkere Breite aufweisen. Dasselbe gilt fur die zweiten Reflektorstreifen 8.
Dadurch weisen die Zéhne des sdgezahnformigen Profils der Reflektoranordnung in einer
guer zu den Reflektorstreifen 6, 8 angeordneten Schnittebene unterschiedliche Grofden auf.
Die Langen der Reflektorstreifen 6, 8 sind etwa einheitlich.

Die Figur 4b zeigt ein drittes Ausfuhrungsbeispiel einer Reflektoranordnung, welche sich von
dem in der Figur 1 gezeigten ersten Ausfihrungsbeispiel dadurch unterscheidet, dass die
Oberkantenflache und die Unterkantenflache gekrimmte Flachen mit enem etwa
wellenformigen  Querschnitt  sind. Dadurch weisen im Wesentlichen alle ersten
Reflektorstreifen 6 untereinander unterschiedliche Breiten und alle zweiten Reflektorstreifen
8 untereinander unterschiedliche Breiten auf. Ebenso weisen im Wesentlichen alle Zéhne des
sdgezahnformigen Profils der Reflektoranordnung in einer quer zur Langsrichtung der
Reflektorstreifen 6, 8 angeordneten Schnittebene unterschiedliche Groéf3en auf.

Die Figur 4c zeigt ein viertes Ausfuhrungsbeispiel einer Reflektoranordnung, welche sich von
dem in der Figur 4a gezeigten zweiten Ausfihrungsbeispiel dadurch unterscheidet, dass die
Reflektoranordnung aus einem massiven Material mit ausgefrasten Furchen ausgebildet ist.
Dadurch weist die Reflektoranordnung ein Fundament 18 auf. Das sdgezahnférmige Profil der
Reflektoranordnung in einer quer zur Langsrichtung der Reflektorstreifen 6, 8 angeordneten

Schnittebene ist identisch mit dem Profil der Reflektoranordnung gemald Figur 4a.
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Bezugszeichenliste

2 erste Strahlungsquelle

3 erster einfallender Strahl

4 zweite Strahlungsguelle

5 zweiter einfalender Strahl

6 erster Reflektorstreifen

7 Halterung fur die erste Strahlungsquelle (erste Halterung)

8 zweiter Reflektorstreifen

9 Halterung fur die zweite Strahlungsquelle (zweite Halterung)

10 Abstrahlrichtung der Reflektoranordnung, Reflexionsstrahl

12 Querschnitt des von der Reflektoranordnung reflektierten Strahls

i4 Querschnitt eines auf die Reflektoranordnung einfallenden Strahls

16 Querschnitt des von der Kaskade reflektierten Strahls

18 Fundament der Reflektoranordnung

6 von den ersten Reflektor streifen 6 reflektierte Strahlung im Reflexionsstrahl
S8 von den zweiten Reflektorstreifen 8 reflektierte Strahlung im Reflexionsstrahl
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Patentanspr iiche

1. Reflektoranordnung zur Erzeugung eines mdglichst homogenen Reflexionsstrahls (10)
aus einem ersten einfalenden Strahl (3) und einem, zum ersten einfalenden Strahl (3) hin

etwa V-formig gerichteten, zweiten einfallenden Strahl (5), wobei

- die Reflektoranordnung mindestens einen ersten Reflektorstreifen (6) und mindestens

einen zweiten Reflektorstreifen (8) umfasst, und

- der erste einfallende Strahl (3) vom mindestens einen ersten Reflektorstreifen (6) und
der zweite einfallende Strahl (5) vom mindestens einen zweiten Reflektorstreifen (8)

in eine gemeinsame Abstrahlrichtung reflektierbar sind.

2. Reflektoranordnung nach Anspruch 1, wobei

- die Reflexionsflachen des mindestens einen ersten und des mindestens einen zweiten
Reflektorstreifens (6, 8) ebene Flachen sind, und/oder

- en Reflektorstreifen (6, 8) langer als breit ist, vorzugsweise mindestens 2 mal, oder

mindestens 10 mal oder mindestens 100 mal l&nger als breit ist; und/oder

- die Breiten der ersten und/oder zweiten Reflektorstreifen (6, 8) eine etwa gleiche Gro-

3e aufweisen; und/oder

- en eder Reflektorstreifen (6) und ein zweiter benachbarter oder angrenzender Re-
flektorstreifen (8) so aneinander angeordnet sind, dass die Reflektoranordnung in einer
quer zu den Reflektorstreifen (6, 8) angeordneten Schnittebene ein etwa V-férmiges

oder sdgezahnformiges Profil aufweist.
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Reflektoranordmmg nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei

- die Reflektoranordnung mindestens zwei erste Reflektorstreifen (6) und mindestens

zwe zweite Reflektorstreifen (8) aufweist,
- die Reflexionsflachen der ersten Reflektorstreifen (6) zueinander parallel sind, und

- die Reflexionsflachen der zweiten Reflektorstreifen (8) zueinander parallel sind.

Refiektoranordnung nach einem der vorherigen Anspriiche, wobel

- ein erster Reflektorstreifen (6) und ein zweiter benachbarter Reflektorstreifen (8) ent-
lang einer Kante aneinander angrenzend angeordnet sind, so dass ein erster Teil der
Kanten, beispielsweise alle oberen Kanten, etwa in einer Oberkantenflache, und ein
zweiter Teil der Kanten, beispielsweise alle unteren Kanten, etwa in einer, der Ober-

kantenflache gegenuiberliegenden, Unterkantenfléche angeordnet sind.

Reflektoranordnung nach dem vorherigen Anspruch, wobei
- die Oberkantenflache und die Unterkantenflache ebene Flachen sind, und/oder
- die Oberkantenflache und die Unterkantenflache parallele Flachen sind, und/oder

- die Oberkantenflache und die Unterkantenfléche gekrimmte Flachen sind.

Reflektoranordnung nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei

- die Reflektoranordnung eine durchgehend reflektierende Flache als Reflexionsflache

aufweist, und/oder

- die Reflexionsflachen der Reflektorstreifen (6, 8) als Spiegel ausgebildet sind.
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Reflektoranordnung nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei

die Reflexionsflache eines oder jedes der ersten Reflektorstreifen (6) und die Reflexi—
onsflache einesjeden der zweiten Reflektorstreifen (8) in einem Winkel von 120 Grad

zueinander angeordnet sind, und/oder

die Reflexionsflache jedes der Reflektorstreifen (6, 8) in einem Winkel von 30 Grad

zur Oberkantenflache und/oder Unterkantenfléche angeordnet ist.

Reflektoranordnung nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei

die Reflektoranordnung eine erste Halterung (7) fur eine 'zum Erzeugen des ersten ein-
fallenden Strahls (3) ausgebildete erste Stralungsquelle (2) und eine zweite Halterung
(9) fur eine zum Erzeugen des zweiten einfallenden Strahls (5) ausgebildete zweite
Strahlungsquelle (4) umfasst, und/oder

die erste Halterung (7) so angeordnet ist, dass bel einer Aufnahme der ersten Strah-
lungsquelle (2) durch die erste Halterung (7) und Inbetriebnahme der ersten Strah-
lungsquelle (2), der von der ersten Strahlungsqueile (2) erzeugbare erste einfallende
Strahl (3) eine zur Reflexionsflache des mindestens einen zweiten Reflektorstreifen
(8) paralele oder tangentiale Richtung hat, vorzugsweise eine zu einer durch die Brei-
te eines Reflektorstreifens (6, 8) definierten Querrichtung der Refiektoranordnung or-
thogonale Richtung; und/oder

die zweite Halterung (9) so angeordnet ist, dass bei einer Aufnahme der zweiten Strah-
lungsqueile (4) durch die zweite Halterung (9) und Inbetricbnahme der zweiten Strah-
lungsquelle (4), der von der zweiten Strahlungsquelle (4) erzeugbare zweite einfallen—
de Strahl (5) eine zur Reflexionsflache des mindestens einen ersten Reflektorstreifen
(6) parallele oder tangentiale Richtung hat, vorzugsweise eine zur Querrichtung der

Reflektoranordnung orthogonale Richtung.
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Reflektoranordnung nach einem der vorherigen Anspriiche, wobel

die Reflektoranordnung eine erste Halterung (7) fir eine zum Erzeugen des ersten ein-
fallenden Strahls (3) ausgebildete erste Strahlungsquelle (2) und eine zweite Halterung
(9) fur eine zum Erzeugen des zweiten einfallenden Strahls (5) ausgebildete zweite

Strahlungsquelle (4) umfasst, und/oder

die erste Halterung (7) so angeordnet ist, dass bel einer Aufiiahme der ersten Strah-
lungsquelle (2) durch die erste Haterung (7) und Inbetricbnahme der ersten Strah-
lungsquelle (2), der von der ersten Strahlungsquelle (2) erzeugbare erste einfallende
Strahl (3) einen Winkel von 30 Grad zur Oberkantenflache und/oder Unterkantenfl&

che aufweist, und/ oder

die zweite Halterung (9) so angeordnet ist, dass bel einer Aufnahme der zweiten Strah-
lungsquelle (4) durch die zweite Halterung (9) und Inbetriecbnahme der zweiten Strah-
lungsquelle (4), der von der zweiten Strahlungsquelle (4) erzeugbare zweite einfallen-
de Strahl (5) einen Winkel von 30 Grad zur Oberkantenflache und/oder Unterkanten-

flache aufweist.

10. Reflektoranordnung nach einem der vorherigen Anspriiche, wobel

die Breite eines der ersten und/oder zweiten Reflektorstreifen (8) grofRer, vorzugsweise
wesentlich gréfer, als eine Strahlungswellenlange des ersten und/oder zweiten einfal-
lenden Strahls (3, 5) ist, beispielsweise mindestens das 10-fache oder das 1.000-fache
oder das 1.000.000-fache der Strahlungswellenlénge ist.

11. Leuchtsystem

mit einer Reflektoranordnung nach einem der vorherigen Anspriche, und

mit einer, an der ersten Halterung (7) befestigten, ersten Strahlungsquelle (2), welche

den ersten einfalenden Strahl (3) aussenden kann und einer, an der zweiten Halterung
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(9) befestigten, zweiten Strahlungsquelle (4), welche den, zum ersten einfallenden
Sirahl (3) hin etwa V-formig, bevorzugt in einem Winkel von 120 Grad zum ersten

einfallenden Strahl (3), gerichteten, zweiten einfalenden Strahl (5) aussenden kann.

12. Leuchtsystem nach dem vorherigen Anspruch, wobei

die von der ersten und von der zweiten Strahlungsquelle (2, 4) ausgesendete Strahlung
Licht ist, und/oder

die von der ersten und von der zweiten Strahlungsquelle (2, 4) ausgesendete Strahlung

jeweils néherungsweise paralleler Strahlung ist, und/oder

die Querschnittsbreite des ersten einfalenden Strahls (3) und die Querschmttsbreite
des zweiten einfalenden Strahls (5) etwa gleich, vorzugsweise exakt gleich, sind,

und/oder

die Breiten der ersten Reflektorstreifen (6) kleiner als eine Querschnittsbreite des ers-
ten einfalenden Strahls (3) sind, beispielsweise kleiner als das 0,5-fache oder 0,1-
fache oder 0,01-fache der Querschnittsbreite des ersten einfalenden Strahls (3),

und/oder

die Breiten der zweiten Refiektorstreifen (8) kleiner as eine Querschnittsbreite des
zweiten einfallenden Strahls (5) sind, beispielsweise kleiner als das 0,5-fache oder 0,1-
fache oder 0,01-fache der Querschmttsbreite des zweiten einfallenden Strahls (5),

und/oder

die Strahlungsguellen (2, 4) punktformig sind, und/oder

die Strahlungsguellen (2, 4) eine homogene Strahlung erzeugen konnen.

13. Kaskade mit mindestens zwei Leuchtsystemen nach einem der vorherigen zwei Anspri-

che, wobei
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- ene erste Strahlungsquelle (2) als ein erstes Leuchtsystem nach einem der vorherigen
zwei Anspriche und eine zweite Strahlungsquelle (4) as ein zweites Leuchtsystem
nach einem der vorherigen zwei Anspriiche ausgebildet sind, wodurch das erste und
das zweite Leuchtsystem als Strahlungsquellen (2, 4) eines dritten Leuchtsystems nach

einem der vorherigen zwei Anspriiche ausgebildet sind, und/oder

- die Querrichtung der Reflektoranordnung des ersten Leuchtsystems und die Querrich-
tung der Reflektoranordnung des zweiten Leuchtsystems zueinander parallel und zu

der Quenichtung der Reflektoranordnung des dritten Leuchtsystems orthogonal sind.

14. Projektor oder Beamer oder Mikroskop oder Scheinwerfer oder Lampe mit einer Reflek—
toranordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 10 oder eine Leuchtsystem nach Anspruch

11 oder 12 mit einer Kaskade nach dem vorherigen Anspruch,

15. Verfahren zum Erzeugen eines moglichst homogenen Refiexionsstrahls (10) aus einem
ersten und einem zweiten einfallenden Strahl (3, 5) mittels einer Reflektoranordnung
nach einem der Anspriche 1 bis 12 mit mindestens einem ersten und mindestens einem
zweiten Reflektorstreifen (6, 8), mit den Schritten:

a) Erzeugen des ersten einfallenden Strahls (3) mittels einer ersten Strahlungsquelle (2),
S0 dass der erste einfallende Strahl (3), zum Erzeugen eines ersten Refiexionsstrahls
(10) mittels Reflexion durch den mindestens einen ersten Reflektorstreifen (6), zu dem
mindestens einen zweiten Reflektorstreifen (8) parallel oder tangential gerichtet ist;

b) Erzeugen des, zum ersten einfallenden Strahl (3) V-férmig, bevorzugt in einem Win-
kel von 120 Grad zum ersten einfalenden Strahl (3), gerichteten, zweiten einfallenden
Strahls (5) mittels einer zweiten Strahlungsquelle (4), so dass der zweite einfallende
Strahl (5), zum Erzeugen eines zweiten Refiexionsstrahls (10) mittels Reflexion durch
den mindestens einen zweiten Reflekiorstreifen (8), zu dem mindestens einen ersten
Reflektorstreifen (6) parallel oder tangential gerichtet ist; und
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¢) Mischen oder Uberlagern des ersten und des zweiten Reflexionsstrahls (10) zu einem

Uberlagerungsstrahl.

Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei folgende Schritte ausgefihrt

werden:

d) gelichzeitiges und separates Erzeugen von zwei, zueinander V-forrnig sowie auf eine
neue Reflektoranordnung gerichteten, Uberlagerungsstrahlen zum Erzeugen von zwei

neuen Reflexionsstrahlen (10);

€) Mischen oder Uberlagern der zwei neuen Reflexionsstrahlen (10) zu einem neuen

Uberiagerungsstrahi; und

f) Wiederholen der Schritte d) und e).
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